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Відомо, що в халькогенідах свинцю (ХС) зміною складу в межах 
області гомогенності можна керувати електричними властивостями: 
типом провідності і концентрацією носіїв струму. Однак, незважаючи на 
численні дослідження,, .де  досі немає єдиної думки про переважаючий вид 
і зарядові стани власних атомних дефектів у тонких плівках ХС. Найбільш 
імовірно, що дефектна підсистема в ХС є досить складною і визначається 
технологічними факторами вирощування плівок.

В роботі вперше запропоновано кристалохімічну модель атомних 
дефектів у плівках ХС, яка передбачає одночасне утворення як 
однозарядних, двозарядних, . так і електронейтральних дефектів:
міжвузлових атомів і вакансій свинцю ( Pb- , Pbf+, Pbf, Vpb, Vpb , Vpb). 
Термодинамічні процеси при вирощуванні плівок методом гарячої стінки, 
власну провідність та іонізацію дефектів Френкеля у катіонній підгратці 
враховано за методом Крегера сукупністю рівнянь відповідних 
квазіхімічних реакцій спільно із загальною умовою електронейтральності. 
Сумісний розв‘язок згаданої системи рівнянь дає можливість визначити 
рівноважні концентрації носіїв струму (п, р), заряджених і 
електронейтральних дефектів ([РЬ*] ,[Pb,2+] , [Pb?], [Vpb], [VP2b], [V °J) 
через константи рівноваги квазіхімічних реакцій і парціальний тиск пари 
халькогена PXj.

Приклад розрахованих залежностей холлівської концентрації носіїв 
струму пн = п - р  для плівок РЬТе від тиску пари Те2 при постійних 
температурах підкладки і випарника (ТП=653К , Та = 833К) та від 
температури підкладки Тп при постійних значеннях температури
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випарника (Т в = 720К ) і тиску пари Те2 ( РТс2 =1.65-10 2Па) показано на 
рис. 1. а, б (суцільні лінії), що свідчить про правильний опис прийнятою 
моделлю спостережувальної зміни типу провідності плівок при

узгодженні з дослідними даними п ]  (підкладки -  сколи (111) Baft) У 
розглянутому діапазоні тисків. На рис. 2 (а, б) наведено отримані
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Рис. 2. а.
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відповідні баричні і температурні залежності концентрацій заряджених 
дефектів в плівках РЬТе (суцільні лінії : 1 -  [РЬ( ] ,  2  -  [ Vpb] ; пунктирні
лінії: 3 -  [Pbf+], 4 -  [Vpb]; штрих-пунктирні лінії: 5 -  [Pb“] ,  6 -  [Vpb] ). 
Для випадку плівок РЬТе в експерименті [1] з достатньою точністю 
виконується умова [Vpb ] » [Pbf+] , при якій концентрація РЬ~ із 

зростанням тиску пари PTej зменшується (п ~  ), а концентрація Vpb

зростає (р~ )■ Концентрації двозарядних дефектів Pbf+ і Vpb при
значній їх кількості змінюються дуже повільно у досить широкому 
інтервалі тисків, в якому відбувається інверсія провідності ( з п -  до р -  
типу). Як показують розрахунки, концентрації двозарядних дефектів на 1-2 
порядки перевищують концентрації однозарядних дефектів, які в свою 
чергу перевищують концентрації електронейтральних дефектів. Це 
знаходиться у згоді з припущенням про переважання багатозарядних 
вакансій та міжвузлових атомів, здатних до іонізації різної кратності. 
Внаслідок сильної, але не повної компенсації двозарядних дефектів, крім 
них, за інверсію типу провідності відповідають також і однозарядні 
дефекти.

Зазначена кристалохімічна модель дає можливість з успіхом 
аналізувати складний спектр дефектної підсистеми ХС в залежності від 
технологічних умов вирощування кристалів і плівок.
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Телевізійні і радіотехнічні пристрої побудовані з поширеним 
використанням магнітом‘яких феритів у колах настройки. У мобільних 
телефонах, пейджерах, а також апаратах супутникового зв'язку 
елементною базою в додаток до відомих феритів NiZn-складу є відносно 
нові, але менше вивчені ферити MgZn-складу. В Україні вони можуть 
виготовлятися з вітчизняної сировини, а тому вважаються 
перспективними.

Для підвищення якості цих матеріалів розроблено різноманітні 
методи їх діагностики. Одним із таких методів є вимірювання добротності
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